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【公開番号】特開2010-118382(P2010-118382A)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＩＭＯＸウェーハの埋め込み酸化膜下のシリコン層に存在する結晶欠陥を低減する方
法であって、
　前記ウェーハの表面から前記シリコン層に注入したイオンを前記結晶欠陥に衝突させて
該結晶欠陥を壊す第１の工程と、該第１の工程で得られた前記ウェーハを加熱して前記シ
リコン層を再結晶させる第２の工程とを含み、
　前記第１の工程は、異なる注入エネルギで前記イオンを複数回注入することを特徴とす
るＳＩＭＯＸウェーハの結晶欠陥の低減方法。
【請求項２】
　ＳＩＭＯＸウェーハの埋め込み酸化膜下のシリコン層に存在する結晶欠陥を低減する方
法であって、
　前記ウェーハの表面から前記埋め込み酸化膜よりも設定深さの範囲の前記シリコン層ま
でイオンを注入する第１の工程と、該第１の工程で得られた前記ウェーハを加熱して前記
イオンが注入された部位の結晶性を回復させる第２の工程とを含み、
　前記第１の工程は、異なる注入エネルギで前記イオンを複数回注入することを特徴とす
るＳＩＭＯＸウェーハの結晶欠陥の低減方法。
【請求項３】
　前記第１の工程は、前記シリコン層に注入するイオンを酸素イオンとするとき、前記Ｓ
ＩＭＯＸウェーハの温度が５０℃以下の状態から前記イオンの注入を開始し、各イオン注
入時のイオンドーズ量を１×１０１５～１．５×１０１６、前記注入エネルギを１５０ｋ
ｅＶ～２２０ｋｅＶとすることを特徴とする請求項１又は２に記載のＳＩＭＯＸウェーハ
の結晶欠陥の低減方法。
【請求項４】
　前記第１の工程で前記シリコン層に注入するイオンは、元素周期表の水素からアルゴン
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までの元素のうちいずれかのイオンであることを特徴とする請求項１又は２に記載のＳＩ
ＭＯＸウェーハの結晶欠陥の低減方法。
【請求項５】
　前記第２の工程は、前記ウェーハを１１５０℃～１３５０℃の温度に加熱することを特
徴とする請求項１又は２に記載のＳＩＭＯＸウェーハの結晶欠陥の低減方法。
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